
様々な AlN テンプレート上に形成した緩和 AlGaN 層に作製した UV-B レーザ 

UV-B lasers fabricated on relaxed AlGaN layer formed on various AlN templates 
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高性能紫外発光素子の実現には、高品質な AlGaN を製膜する技術が必要である。本研究グルー

プでは、AlNテンプレート上に Ga添加 AlN層を介して AlGaNを成長することによって初期成長が

３次元成長となり、それが高品質 AlGaN 層を実現するのに有効であることを見出した。[1]。本報

告では、AlNテンプレート依存性を調べた。 

図 1 に本実験で作製した試料の構造図を示す。AlN テンプレートとしてアニール処理したスパ

ッタ AlN、AlN自立基板、および MOVPE法で作製した AlNテンプレートを用い、この AlGaNの結晶

性およびレーザ発振特性を調査した。試料は、この３種類の AlNテンプレート上に、Gaドープ AlN 

（1um）,Al0.6Ga0.4n 層、Al0.5Ga0.5N ガイド層 180nm、Al0.3Ga0.7N 量子井戸層 4nm、Al0.5Ga0.5N 量子障

壁層 8nm、Al0.5Ga0.5Nガイド層 180nmを順次積層させた。また、Al0.6Ga0.4N層の膜厚は 1um,3um,5um

と変化させその依存性を調査した。これらの作製したレーザは、ドライ・ウエットエッチング法

を用いて共振器を作製し、光励起法にてレーザ発振特性を比較・評価した。 

図 2 に閾値励起パワー密度と Al0.6Ga0.4n 層の膜厚依存性を示す。どの AlN テンプレートを用い

たとしても、閾値励起パワー密度での依存性は見られなかった。一方、AlGaN膜厚に対しては大き

な依存性があり、膜厚増大にともない発振閾値は減少していく傾向が確認された。また、AlGaN結

晶の結晶性にも大きな違いがあることが確認された。 
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Fig. 2 Relationship between film thickness of each sample and 

threshold excitation power density 

Fig. 1 Sample structure 
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